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【研究背景】 ZnO 薄膜の低温成膜において、バナ

ジウム（V）添加が面内配向性の改善に、また Vと

窒素（N）の共添加が面直配向性の改善に有効であ

ることを明らかにした[1,2]。本報告では、バッファ

層として V 添加 ZnO 薄膜（VZO）もしくは V、N

共添加 ZnO 薄膜（VZON）を導入した場合の c 面

サファイア基板上 ZnO 薄膜成長について検討した。 

【実験方法】 RF マグネトロンスパッタ法（全圧

1.0 Pa、Arもしくは Ar/N2（N2分圧比 = 5%）混合

ガス）を用いて、c面サファイア基板上に VZON 薄

膜（V 添加量 2.7 at.%、膜厚 10 nm）を 200℃で堆

積し、炉内で 450℃、10 分間の真空加熱後、ZnO

を堆積した（温度（TZnO） = 200, 450°C、膜厚 200 nm）。 

【結果と考察】  ZnO 単層、ZnO/VZO および

ZnO/VZONの XRD φスキャンパターンを Fig. 1に

示す。TZnO = 450°C ではバッファ層導入により回折

強度は減少したが、TZnO = 200°C では回折強度が増

加し、ZnO 単層に観られた 30° 回転ドメインも消

失した。XRD 2θχ/φスキャンパターンを Fig. 2に示

す。TZnO = 450℃ではバッファ層の有無によらず

ZnO(110)回折を観測した。TZnO = 200°C の場合、ZnO

単層と ZnO/VZO では ZnO(110)回折を観測したが、

ZnO/VZON では観られなかった。また、バッファ

層を導入すると ZnO(100)回折強度は TZnOによらず

一定となり、450℃成膜では ZnO単層に劣るものの、

200℃成膜では ZnO 単層より優れる結果となった。

以上の結果から、VZONバッファ層の導入が c面サ

ファイア基板上低温成膜 ZnO 薄膜の配向性向上に

有効であることがわかった。 
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Fig. 1. XRD φ-scan patterns. 
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Fig. 2. XRD 2θχ/φ-scan patterns. 
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